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1. Armazenamento e memaoria em
computadores

 Memoria Principal — meio de armazenamento de dados que
a CPU pode acessar diretamente.

* Armazenamento Secundario — extensao da memoria
principal que fornece uma grande capacidade de
armazenamento nao-volatil.

 Armazenamento terciario— armazenamento externo
(normalmente bibliotecas de fitas DLT ou jukebox
(gramofon)



Exemplo de armazenamento primario:1
GB de SDRAM montado no
computador.

Exemplo de armazenamento secundario:
Disco rigido de 40 GB

Exemplo de armazenamento
terciario:Biblioteca de cartuchos SDLT
(Super Digital Linear Tape) de 310 GB

controlada por brazo robotico

E dois exemplos de jukebox




Armazenamento Primario

registrador Memoaria principal

Barramento de memdria (DRAM)
Random access memory

cache 1 Meméria 256-1024 MB

cache 2

Memoria

Armazenamento Secunda Armazenamento Off-line

Média removivel
Hard Disk CD, bVvD

20-120 GB




SRAM (static RAM) formada por Latches-D

LATCH D (Utilizado na memoria cache)
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Operacoes basicas com memaorias

Como uma memaoria armazena dados binarios, os
dados tém que ser inseridos numa memoria e
copiados delas quando necessario.

A operacao de ESCRITA insere dados num endereco
especifico da memoria e

A operacado de LEITURA copia dados de um endereco
especifico na memoria.

A operacao de enderecamento, que € parte das
operacoes de leitura e escrita, seleciona o endereco
de memoria especificado.



Endereco de memoria e capacidade

* Endereco de memoria: A localizacao de uma unidade
de dado num arranjo de memoria € denominada
endereco.

— Por exemplo, o endereco de um bit no arranjo de 2
dimensodes é especificado por uma linha e uma coluna.

— O endereco de um byte é especificada apenas pela linha.

e Capacidade: A capacidade de uma memoria é o
numero total de unidades de dados que podem ser
armazenadas. Veja Figura 1.



Arranjo basico da memoria semicondutora

 Cada elemento de armazenamento de uma memoria pode
reter um nivel 1 ou um nivel O é denominado de célula. As
memaoarias sao construidas de arranjos de células, como
mostra a Figura 1.

() Arranjo 8 x 8

{b) Arranjo 16 x4 {¢) Arranjo 04 X §

Figura 1.



Exemplo: operacao de leitura na SRAM com
arranjo 2 x4 0

C U » »
< - C -
S TN S

Colocando um 1 na primeira fileira, aparece na saida o dado armazenado
nessa fileira.
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SRAM versus DRAM

 SRAM (Muito rapida, mais complexa, maior
custo por bit, menor integracao)

 DRAM (Mais lenta, menos complexa, menor
custo por bit, maior integracao)



Memorias Flash

e S3o0 memobdrias de leitura/escrita de alta densidade (alta
capacidade de armazenamento de bits) nao-volateis, o que
significa que os dados podem ser mantidos armazenados
indefinidamente sem alimentacao. Usados:

— Discos rigidos de pequena capacidade

— Pendrive
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Many electrons = more charge = stored 0. Few electrons = less charge = stored 1.



Operacao de escrita e apagamento

+Vp +Vp
Floating
gate
Control = J J
gate 11 O © |
v ©
PROG
©
=T ® CAl®
© © o
©
O ©

OV +V apagador



Operacao de leitura
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When a 0 is read, the transistor remains off
because the charge on the floating gate prevents

the read voltage from exceeding the turn-on
threshold.

+Vp
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When a | is read, the transistor turns on because
the absence of charge on the floating gate

allows the read voltage to exceed the turn-on
threshold.



4. Armazenamento Magnético e
Optico
e S3o0 apresentadas as bases dos discos magnéticos, da

fita magnética, dos discos magneto-opticos e dos
discos Opticos.

* Esses meios de armazenamento sao muito
importantes, particularmente em aplicacdes de
computadores, onde sao usados para
armazenamento nao-volatil em massa de dados e
programas.



Armazenamento Magnético
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Armazenamento Magnético

Discos rigidos magnéticos
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Mecanismo do disco de cabeca movel
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Cabeca de Leitura/escrita
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180 nm Track Width
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Cd-rom-drive-reading-head-movement.gif
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